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X 線や赤外線分光と比べ、分子間相互作用や巨大分子振動モ

ード等の性質が反映されやすい THz 分光が近年注目を集めて

いる。我々は、次世代ゲート絶縁膜用高誘電率材料として有望

な YAlO3において、熱処理前後で THz スペクトルに顕著な差

異を確認した。 

大気中種々の温度で12時間熱処理後、[100]軸をTHz光の進行

方向に、[010]方向をTHz光電界方向に揃え、THz-TDS吸収測定

を行った。結果を図1に示す。1200あるいは1250
o
Cでの熱処理

のみ、3.0THz付近に吸収が現れる。また、1200
o
C熱処理後の試

料の[010]結晶軸とTHz電場が並行になる時を0
oとして、180

oま

で試料を回転させて測定した結果を図2に示す。0
o、90

o、180
o、

すなわち[010]もしくは[001]結晶軸とTHz電場が並行になる時、

鋭い吸収が出現する。さらに、30
oでは鈍い吸収が出現する。 

図3にX線回折強度を示す。熱処理前に存在するペロブスカ

イト構造(YAlO3)に由来する34.6
のピーク1)は、1160


C以上の

熱処理により低下し1250

Cにて消滅するが、1300


Cの熱処理後

再度出現する。一方、1160

C～1250


Cの熱処理にて、ガーネッ

ト構造(Y3Al5O12=YAG)に由来するピーク1)が33.6
に出現する。 

34.6
oの回折ピーク消滅とTHz吸収の出現が起こる温度域は

一致するため、このTHzピークはペロブスカイト構造が崩れる

ことに起因すると考えられる。これは、量子化学計算結果2)と

も一致する。我々は、YAlO3と構造の似たLaAlO3において、

500
o
Cの熱処理後[010]または[001]軸とTHzの電場方向が一致す

ると、3.0THz付近に吸収が出現することを報告した3)。両者の

結果は、極めて類似しており、両物質の結晶異方性が熱処理後

に増大しているといった可能性を今後検証してゆきたい。 

一方で、吸収増加の原因がYAGに起因する可能性も考えられ

る。今後、YAG単結晶の角度依存性を測定し、併せて検証したい。 

 
Fig. 1 THz absorption spectra of YAlO3 

observed before and after the annealing at 

various temperatures. 

 

Fig. 2 Angle-resolved absorption spectra 

of YAlO3 annealed in air at 1200 oC. 

 
Fig. 3 Changes in in-plane XRD intensities 

at 34.6 (○), 33.6 (■), and 32.6 (∆) 

induced by the annealing, normalized by 

the 34.6 intensity before the annealing. 
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